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我々は，磁性薄膜における異常ネルンスト効果を効率的に利用するため，素子形状が異常ネル

ンスト起電力 VANEに及ぼす影響を検討してきた[1]．図 1に示すように，素子両端のネルンスト電

場方向に電極を配置した短絡型(Short-circuit, SC)素子において，幅Wと長さ Lの比W/Lを変えて，

ネルンスト起電力 VANEを実験的に調べた．ネルンスト起電力 VANEは幅 Wを広くすることで増加

することが期待出来るが，SC 素子の場合，W/L をあ

る値以上に大きくしてもネルンスト起電力 VANEが飽

和する傾向を見出した．しかし，その詳細な機構につ

いては明らかではない．本研究では，電極間に一定の

温度差を与えた素子内に生じる電位分布を数値的に

解析することで，電極配置が異常ネルンスト起電力

VANEに及ぼす影響を調べた． 

仮定した計算モデルの模式図を図 1に示す．電極配

置を SCとし，熱電効果を考慮したポアソン方程式を

解いて，素子中央(x=L/2)におけるネルンスト角θANE

を求めた．x=L/2 における素子の幅方向のネルンスト

角θANEを図 2 に示す．比較のため，電極を点接触し

た配置(Point-contact, PC)における結果も同図に示す．

図 2のネルンスト角θANEは，PC素子のネルンスト角  

で規格化した．また，位置 yも幅 Wで規格化した．図

2より，アスペクト比 W/Lに依らず，素子の両側にお

いてネルンスト角は最大値を示し，素子中央において

最小値を示した．また，アスペクト比W/Lが増加する

程，素子中央のネルンスト角が小さくなることがわか

った．アスペクト比 W/L=4.00 の場合は，素子中央に

おけるネルンスト角が 0 になり，ネルンスト電場も 0 になることがわかった．したがって，W/L

の増加に対して，異常ネルンスト起電力が飽和する原因は，素子中央におけるネルンスト角が 0

になるためであることが明らかになった．講演では，異常ネルンスト効果を利用した素子形状の

改善についても議論する予定である． 

[1] 安藤亮，小峰啓史，第 78回応用物理学会秋季学術講演会[7p-PB7-35] (2017). 

 

Fig.1 Schematic illustration of calculation model 

 

    Fig.2 Normalized Nernst angle, ANE(y), along the 

transverse direction y at the center of sample (x = 

L/2) for different aspect ratio W/L. 
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